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Penelitian mengenai interaksi ujung terbuka SWCNT (8,0) dan (4,4) dengan atom Ge 
menggunakan metoda Semiempiris AM1 dari paket Hyperchem telah dilakukan. 
Atom Ge dijatuhkan 1-8 atom secara on top pada SWCNT (8,0) dan bridge pada 
SWCNT (4,4). Atom Ge mengalami interaksi secara fisika dan kimia pada ujung 
terbuka SWCNT, dan sebagian atom Ge tidak terikat. Penjatuhan atom Ge dapat 
menurunkan ΔE SWCNT (8,0) serta meningkatkan dan menurunkan ΔE SWCNT 
(4,4). Penjatuhan atom Ge pada ujung terbuka SWCNT (8,0) menghasilkan ΔE 
antara 2,02078 - 3,28127 eV dan pada ujung terbuka SWCNT (4,4) 3,45508 – 
4,69140 eV. Nilai ΔE minimum didapatkan pada penjatuhan 7 atom Ge pada atom C 
dengan nomor 1,2,3,4,5,6,7 adalah 2,02078 eV. Penjatuhan 7 atom Ge pada posisi 
tersebut sangat potensial untuk meningkatkan hantaran listrik dari SWCNT. 
Penjatuhan atom Ge menyebabkan peningkatan BE dan Eads seiring dengan 
bertambahnya jumlah atom Ge yang di jatuhkan, tetapi daya ikat SWCNT per atom 
Ge menurun dengan semakin banyaknya atom Ge yang dijatuhkan. 
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The research about interaction of the open ended SWCNT (8,0) and (4,4) with Ge 
atoms has been done. The research used AM1 method from hyperchem package. 1-
8 Ge atoms were dropped with two position: on top and bridge. The result showed 
that Ge atoms were adsorbed chemically, physically and desorbed on SWCNT. Ge 
atoms can decrease ΔE SWCNT (8,0) and decrease/increase band gap of SWCNT 
(4,4). the value of ΔE SWCNT (8,0) and SWCNT (4,4) are 2,02078 – 3,28127 eV and 
3,45508 – 4,69140 eV respectively. Minimum ΔE was obtained on dropped 7 Ge 
atoms on atom C with position 1,2,3,4,5,6,7 is 2,02078 eV. Ge atoms was droped on 
that position is very potential for increasing electrical conductivity of SWCNT. Ge 
atoms can increase bonding energy (BE) and adsorption energy (Eads) with 
increasing of number Ge atoms. But holding capacity SWCNT Ge atoms decreases 
with increasing number of Ge atoms are dropped. 
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